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На основе высокочистого кремния, выращенного методом бестигельной зонной плавки (БЗП) изготавливают такие приборы, как pin фотодиоды для регистрации ядерных частиц, солнечные элементы с высокой эффективностью, приборы силовой электроники и т.д. 
Основным параметром, определяющим характеристики приборов на этом материале, является величина времени жизни ( неравновесных носителей заряда (ННЗ). Например, нижний предел тока утечки pin фотодиода определяется генерационно-рекомбинационным  током, обратно пропорционально зависящим от величины (. 
Широко используемым методом сохранения высокого значения ( в процессе изготовления приборов является геттерирование остаточных примесей переходных металлов. Один из способов включает в себя осаждение на обратную стороны пластины пленки поликристаллического кремния толщиной около 1 мкм, легированного in situ фосфором [1-2]. Однако, этот метод требует соблюдения специальных мер безопасности, так как предусматривает использование газового источника фосфина. 
В настоящей работе для получения минимальных токов утечки pin фотодиодов,  предложен модифицированный метод геттерирования. Данный подход  включает раздельное легирование фосфором обратной стороны подложки и нанесение поликристаллического кремния. Представлены результаты измерения электрофизических параметров pin –фотодиодов и исследования времени жизни неравновесных носителей заряда бесконтактным СВЧ методом на различных этапах технологического процесса. 
Pin фотодиоды были изготовлены на основе  БЗП кремния с удельным сопротивлением 5 кОм∙см. Процесс изготовления включал нанесение пассивирующих покрытий, создание p-n перехода путем ионной имплантацией бора, отжиги и металлизацию. Для процесса геттерирования легирование фосфором тыльной стороны пластины осуществлялось методом диффузионной загонки из газовой фазы при температуре 800 - 900 (C или ионной имплантацией энергией 80 кэВ и дозой 5x1016 см-2. Затем, методом CVD при T = 600 - 700 (C проводилось нанесение поликристаллической пленки кремния толщиной 0,12 – 0,15 мкм и размером зерен порядка ее толщины. 

Применение предлагаемого метода геттерирования остаточных примесей позволило увеличить время жизни ННЗ на готовых структурах со 100 до 1500 мкс, что обеспечило уменьшение значения тока утечки фотодиода с 200 - 300 до 10 - 15 нА при обратном смещении U= 30 В на элементе площадью 5x5 мм. 
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